Transistoren




Mit den folgenden Seiten wollen wir lhnen einen Uberblick iiber die
in unserem Werk gefertigten Transistoren geben. Bei speziellen Fragen
tiber den Einsatz unserer Bauelemente bitten wir Sie, sich an unseren
Technischen Kundendienst zu wenden, der lhnen jederzeit zur weiteren
Beratung zur Verfiigung steht. Wir sind bestrebt, durch Verbesserungen
und Neuentwicklungen unserer Bauelemente das Typensortiment zu er-

weitern und modern zu gestalten.
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Allgemeine Darstellung

Transistoren sind dreipolige Verstérkerbauelemente. lhre Eigenschaften be-
ruhen auf dem Zusammenwirken zweier engbenachbarter Sperrschichten
(pn-Ubergénge) in einem Halbleitermaterial (Germanium oder Silizium).

Wegen ihrer Vorziige, wie

geringe Versorgungsspannung
kleine Abmessungen

geringes Gewicht
Wartungsfreiheit

Robustheit gegen duBere Einfliisse
lange Lebensdauer

haben diese Bauelemente Eingang in viele Gebiete der Elektronik géfunden.

Die Niederohmigkeit der Transistoren und die damit verbundene nicht lei-
stungslose Steuerung, sowie die relativ starke Temperaturabhéngigkeit der
Kenndaten erfordern jedoch eine gegeniiber der gewohnten Réhrentechnik
eine neue und besondere Schaltungstechnik.

Das statische Verhalten des Transistors wird durch das Kennlinienfeld ver-
anschaulicht. Zur Kennzeichnung des dynamischen Verhaltens fiir einen be-
stimmten Arbeitspunkt wird der Transistor bei kleinen Aussteuerungen um
den Arbeitspunkt als aktiver linearer Vierpol aufgefaBt und durch die Vier-
polparameter beschrieben.

k, ,/U T~ e

Positive Richtung der Strédme
und Spannungen

|E+,c+lg=0

In der gebrduchlichen Form des Kennlinienfeldes eines Transistors wird der
Kollektorstrom Ic und die Emitterspannung Ues als Funktion der Kollektor-
spannung UcB und des Emitterstromes |E dargestellt. Der Arbeitspunkt ist
durch Emitter- und Kollektorspannung sowie durch Emitter- und Kollektor-
strom festgelegt.
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Bei kleinen Strom- und Spannungsdnderungen um einen festen Arbeitspunkt

erhdlt man folgende Gileichungen:

_0U. . oU. N A ol
Ux—"ﬁ'l_{-m Us; Iz 8T°|x+gut Ug
. aU@ _ aUe — . alc — . 6'¢ p—
Mlt 6|e - h“, gUC_— hmn (ﬂ; h!l' a—ch h”
erhdlt man das allgemeine Vierpolersatzschaltbild mit dem Gleichungssystem
fy Iy
u=h,; i,+hg u uh Transistor- by
ip =h, i, + hys - u, 0—7 vierpol —02
Eingang Ausgang

Die Bedeutung der Vierpolparameter:

ur . .
h, = l——l Eingangswiderstand (Ausgang kurzgeschlossen, u, = 0
1

=2
5]
It

u
u—l Spannungsriickwirkung (Eingang offen, i, = 0)
2

i
hy, = Ii Stromverstérkungsfaktor (Ausgang kurzgeschlossen, u, = 0)
1

i
hy = ui Ausgangsleitwert (Eingang offen, i, = 0)

2
Diese Parameter k&nnen aus dem Kennlinienfeld als Neigung der Kennlinien in

einem festen Arbeitspunkt entnommen werden.
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Fiir HF- und Drifttransistoren sind vor allem die Leitwertparameter gebrduch-
lich. Unter Zugrundlegung obigen Vierpols ergibt sich folgendes Gleichungs-

system:
=Y U T Y Uy

iy = Yo Uy T Yoy Ug
Die Bedeutung des Vierpolparameters:
i
Yite = LL = gijo T jbije byje = ©Cye
1

(Eingangsleitwert — Ausgang kurzgeschlossen uz = 0)



i .
Yige = o = gg0 1 jbrse bise = 0Cige
2

(Riickwirkleitwert — Eingang kurzgeschlossen u, = o)

i , .
Yo1e = u_2 = Jy1e T joby, = |Y21e| el
1

(Steilheit — Ausgang kurzgeschlossen uz = o)

[N )
= u. = Gyse T joobyge byse = ©Cype
2

Yase

(Ausgangsleitwert — Eingang kurzgeschlossen us = o)

Man unterscheidet drei Grundschaltungen von Transistoren:

Basisschaltung Emitterschaltung Kollektorschaltung

In den drei Grundschaltungen besitzen die Vierpolparametzr unterschiedliche
Werte, deren Kenntnis zur Beurteilung der Einsatzmdglichkeit eines Transistors in

elner bestimmten Schaltung erforderlich ist.



Formelzusammenstellung

Berechnung der h-Parameter fiir Emitter- und Kollektorschaltung aus den Werten
der Basisschaltung.

Es ist
hie = hise = hise
1+ how—higs+4hs 14 hgyy
hyge = Ahy = hygy ~ ahg ~ hieb
* 7 1+ how — hig T 4hs 1+ hew
hore — —ha — Ahb —ha
e = H'hzw - h12b +4 hb ~ 1+ h21b
hoos — hege - ~ hoot
200 = T ~
1+ hew - g, + ahy 1+ hgs
h”c - th ~ th
1 +h91b-h|9b+Ahb 1+ heys
h1g - 1 + hgﬂ, ~ 1
© 1+ hep - hyg, T ahy
here — hyo, — 1 ~ -1
¢ 1 +hg|b—hggb+Ahb 1 +h91b
hee. = hogt, ~ hegt,
1+ hgyp - hies +ahy 1+ hegp
mit Ahg = hysp + heg -higp - heis

Berechnung d h-Parameter fiir Basis- und Kollzktorschaltung aus den Werten ‘der

Emitterschaltung.

Es ist
h”.bz hHe ~ hHe
1 + h21e —h19a+Ahe 1 +h2|e
h|gb - Ahe "hIQe ~ Ahe "'hHZe
1 + h91e—hlge+Ahe 1 +h21o

h b = ‘_hﬂie"Ahe _hQIe
Bo= 1 + hQIe—h19e+Ahe 1 +h2!e

heoe ~ heee

hooy, = ~
= "1 F here ~hize T ahe 1+ here

hnc:hnei hiee = 1 =hyee & 1
hgn; = —(1 + hQie]: h22c = hQQo
) Ahe = hHe . hQQe ~hyge - tho
mit

Berechnung der h-Parameter fiir Basis- und Emitterschaltung aus den Werten
der Kollektorschaltung.

Esist =
O T
R e T
hyie = hyies hige = 1-hyg.
hete = (1 + hei: hgge = hgc

mit Bh, = hyi * hooe —hiec * hore



Fir die Abschdtzung der Einsatzmdglichkeit eines Transistors ist ferner die
Kenntnis der Grenzfrequenz in der jeweiligen Schaltungsart erforderlich.
Zur Umrechnung der Grenzfrequenz von Basis- in Emitterschaltung kann fol-
gende Ndherung benutzt werden:

fr 216 —~ haie

o
fh21ta h21b

Die Grenzfrequenz in Emitterschaltung ist proportional der Grenzfrequenz in
Basisschaltung und ferner eine Funktion der Stromverstérkungsfaktoren.
Mit —ha

hzie ~ 1+hoap
wird frzte ~~ fhoie (1 1 haip) .

Durch Umstellen auf Ausdriicke der Emitterschaltung erhdlt man

1

fh2ha =~ fh2lb m

Fur Uberschlagsrechnungen kann im Nenner die 1gegeniiber hy,vernachlds-
sigt werden. Man erhélt dann den einfachen Ausdruck

fh21b

h21e

fh21 e =

BetriebsgroBen

In der Schaltung ist der Transistorvierpol am Eingang durch eine Spannungs-
quelle mit uo und Rg und am Ausgang mit einem Lastwiderstand RL ab-
geschlossen. Damit ergeben sich einige fiir die Schaltungsberechnung wich-
tige BetriebsgréBen.

iy 2
— -
R, )
. 9 v Transistor U R
Transistorvierpol mit eingangsseitiger U 1 Vierpol 2
Spannungsquelle und ausgangsseitigem 0
Lastwiderstand
—h fa
Eingang Ausgarg
Stromverstark G G = oo he
erstar ung i i i1 1+ hgg = RI_
w — Ye _ ~hg - Ry
Spannungsverstdrkung G, G, o ho+R.%h
mit Ah = hyy * hge —hye * hy;
. . W _h1|+RL'Ah
Eingangswiderstand r, £y i. 1R hae
. _ Ue _ hy + Rg
Ausgangswiderstand re re . " Bh+R,  hy
he - R
Leistunasverstarkung G, G =G G= R

" (1 +hge - R (hyy + Ry - 8h)



Das Verhdaltnis aus der im Lastwiderstand verbrauchten Leistung zur maximal
verfligbaren Leistung der Spannungsquelle u, wird als maximal erreichbare

Leistungsverstdrkung bei beliebigem Lastwiderstand bezeichnet.

Im Lastwiderstand wird eine Leistung P = i: - RL verbraucht, die Spannungs-

4

. . U
quelle liefert maximal P, = ———
4. R,

P ie -R -4R, iy
Dcmitwirdemcx='|5:=u—g=4R9-RL(U )
4.R. Ry - hy?

G, max = [h“ +RL-8h+R, (1 +hge- RL]]sz

Bei angepafitem Eingang bzw. Ausgang, d. h. bei Ry = r, bzw. R, = rp wird

G, = he,? - RL

P (1 + Ry~ hgg [hyy + Ry - 8h)
G - th " Rg

Pe [hn + Rg] [Ah + h99 ' Rg)

Ist ry = Rgund re = Ry, spricht man von optimaler Anpassung.

- — h{,‘f‘RL 'Ah — . h11+Rg

A Rg 1+ RL " hgg e RL B Ah + Rg * hgg
hiy - Ah " h

R, opt = V———— Riopt = .

9 OP hae Lop ‘/ hee * Bh

Es ist dabei R, ogt - R, opt = hiv

29

Mit den Werten fiir die optimale Anpassung ergibt sich die optimale Leistungs-

verstdrkung
h ?
G t = (:21:)
° op VAh + Vh“ * th

Prinzipschaltung

we
X7

zur NF-Rauschfaktormessung

& Rl 57 a|| @

P m

Rl >>R2
R,=Rg = 500 Q

UE
F 481 = 10 |g m

bei NN 1 NN-- Nutzsignal
®“Ns= 1" Ns- Stérsignal



Formelzeichen

pnp — Transistoren

R, Wé&rmewiderstand gilt fir freitragenden Einbau bei umgebender ruhender Luft.
B R innerer Warmewiderstand (Sperrschicht-Gehduse), gilt fur ideale Kithlung.
Rine duBerer Warmewiderstand (Gehduse-AuBenluft), gilt fur die duBere Kiihlanordnung.
£ Zuldssige Hochst- und Mindestwerte

Diese Werte diirfen im Betrleb nicht {iber- bzw. unterschritten werden. Sie werden Im

allgemeinen fiir eine Umgebungstemperatur von 45° C angegeben.

—Uceo Kollektor-Basis-Spannung bei stromlosem EmitteranschluB.
—Ugo Emitter-Basis-Spannung bel stromlosem KollektoranschluB.
—Uceo Kollektor-Emitter-Spannung bel stromlosem BasisanschluB.
=U cer Kollektor-Emitter-Spannung bei AnschluB eines Widerstandes zwischen Basis und Emitter.
—Uces Kollektor-Emitter-Spannung bel KurzschluB zwischen Basis und Emitter.
—Ucev Kollektor-Emitter-Spannung bel positiver Basis-Emitter-Spannung.
—lc Kollektorgleichstrom

A
—lc kurzzeitiger Spitzenwert des Kollektorstromes

le Emittergleichstrom
=g Basisgleichstrom
+lg Basisgleichstrom bei positiver Basis-Emitter-Spannung
9 Sperrschichttemperatur
Ba Umgebungstemperatur
e Gehdusetemperatur

N LI

Pc Kollektorverlu;tleistung - R
Kennwerte

Die Kennwerte werden, wenn nicht anders gekennzeichnet, fir eine Umgebungstempe-

ratur o = 25° C — 5 grd. angegeben.

Der Kennwert gilt nur fir eine Temperatur In dlesem Bereich.



=lceo Kollektorreststrom in Basisschaltung bel stromlosem EmitteranschluB.
~lceo Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei stromlosem BasisanschluB.

~lcer Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei AnschluB eines Widerstandes zwischen Basis
und Emitter.

_‘CE"S o Kollei(t.orreststrom in Emitterschaltung bei KurzschluB zwischen Basis und Emitter.
—lcey Kollektorreststrom in Emitterschaltung bel positiver Basis-Emitter-Spannung.
~leso Emitterreststrom in Basisschaltung bel stromlosem KollektoranschluB.
Uecs Kollektorrestspannung bei KurzschluB zwischen Basis und Kollektor und eingespelstem

Emitterstrom.

_UCE:m Sattigungsspannung bei eingespeistem Kollektor- und eingespeistem Basisstrom.
GroBsignalstromverstdrkung in Emitterschaltung.
g
— Kollektor-Emitter-Gleichspannung.
UCE g
—Uge . Basls-Emitter-Gleichspannung.
Grenzfrequenz der KurzschluBstromverstdrkung in Basisschaltung.
fhatb q g
renztrequenz der Kurzschlubstromverstarkung in Emitterschaltung.
H21e Grenzf der KurzschluB ark in Emitterschal
f, Frequenz, bel der der Betrag der KurzschluBstromverstdrkung in Emitterschaltung fur
kleine Signale gleich 1 ist.
f, Bezugsfrequenz.
F RauschmaB.
res Basisbahnwiderstand.
ollektorkapazitst (Eingang kurzgeschlossen
b Kollektork itat (Ei k chl )
duberer Basis-Emitterwiderstand-Widerstan
BE B B E id d-Wid d
Vierpolwerte
ingangswiderstand in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen
e E d d in Emitterschal (A k chl )
hi2e Spannungsriickwirkung in Emitterschaltung (Eingang offen)
hote Stromverstdrkung in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen)
hooe Ausgangsleitwert in Emitterschaltung (Eingang offen)
Yite = J11e T j®<y 1. Eingangsleitwert in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen)
Y12e = O12e +ij12e Riickwirkungsleitwert in Emitterschaltung (Eingang kurzgeschlossen)
Die Abmessungen der Baueleme
|Y213' Betrag der Steilheit in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen) sind Einbou-Richtmabe
Y22e = Q226 + j®ca, Ausgangsleitwert in Emitterschaltung (Eingang kurzgeschlossen)
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Germanium - pnp - Fléchentransistoren

F—__.—'___

Verwendung Transistor fiir NF-Vorverstédrker mit hdheren Anforderungen an die

Grenzfrequenz.

GC100
(OC 870) Abmessungen
Bauform A1 nach TGL 11811 (~ TO 18) % -

Wadrmewiderstand

R grd
lhs1mw

Zulassige Hochstwerte  (fir o = 45°C)

—Ucso = 15V —lc = 15 mA & = 75°C
—Ugso = 10V I 15 mA fe = 65°C
—lg = 5HmA

I

By 45

10’ 0? 0% 0% Rgel@] 10°

Kennwerte (fir 61 = 25°C — 5grd)

Kollektorreststrome

—lcego = 15 < 15pA  bei —Ucs = 6V
—lcgo = 50 < 500 pA  bel —Ucs = 25V
—lceo = 55 < 800 pA  bei —Uce = 6V

Emitterreststrom

—leso = 50 < 500 pA bel —Ugp = 15V
‘N



Grenzfrequenz in Basisschaltung

fh2tb = 2,1 > 1 MHz

Rauschmaf3

F =14 < 25 dB

bel —Uce =6V, —lc = 0,5 mA

™

1 MHz, fo = 0,1 MHz

bei =Uce =1V, —lc =02 mA
fM = 1kHz, A4f=1kHz
Ry = 500 Q

Vierpolwerte in Emitterschaltung

(bei —Uce =6V, —lc = 2 mA)
fM =1kHz

hite= 0,6 02. . .5kQ)
hi12e = 4-10—4% < 30 10—
h22e = 56 < 200 uS
h21e =18 . . . 35 Stromverstérkungsgruppe a |

29, . .55 " b 1]

5. . .88 " c [}

= 72 " d n
Bestellbezeichnung fiir einen Transistor der Stromverstérkungsgruppe 45 . . . 88

Transistor GC 100c — TGL 12536

Verwendung Transistor fiir rauscharme NF-Vorverstdrker

Abmessungen

Bauform A1 nach TGL 11811 (=~ TO 18)

Warmewiderstand

R grd
dls‘ImW

Zulassige Hochstwerte (fur 0. = 45°C)

-Ucso =15V —=lc
-Ueso =10V le

12

15 mA
15 mA
5 mA

« O
K | 4 -
IO =——-:
E _.IE‘E};*_L'—E.I:"

¥ = 75°C
%a = 65°C

GC 101
(OC 870 rauscharm)



18
7
14
.
N
7 \~\ 1 & 25%
10 N
T
8
By =45
&
4
2
7 2
10 0 108 0* ReelQ] 10°
Kennwerte (fur 9o = 25°C —5 grd)
Kollektorreststrome
—lceo= 1,5 < 15 pA bei -Ucg = 6V
—lcBo = 50 < 500 pA bel —Ucp =25V
—lceo = 55 < 800 pA bei —Uce= 6V
Emitterreststrom
—lggo = 50 < 500 pA bel =Ugp = 15V
Grenzfrequenz in Basisschaltung
fh2tb = 2,1 > 1 MHz bei —UCE =6V, —lc = 0,5 mA
fM =1 MHz, fo = 0,1 MHz
Rauschmaf
F=58<10dB bel =Uce =1V, ~lc =02 mA
fM =1kHz, Af=1kHz
Rg = 500 QQ
Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei ~Uce =6V, —lc =2 mA)

hite = 0,6

h12e = 4 - 10—4

h22e = 56

h2te =18 . .
29,
45, .
= 72

02. . .5kQ)
< 30-104
< 200 pS
. 35 Stromverstdrkungsgruppe a
. 55 " b
. 88 " c
d

”

Bestellbezelchnung fiir einen Transistor der Stromverstarkungsgruppe ¢ 45 . .

Transistor GC 101 ¢ — TGL 12536

. 88
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T T 11 ~Ioey ‘
-I[mA] [uA]
0 10000 -
A=30mW r
9 NG . 100 5000 LI //’
~Upg =Parameter P4 e
8 o | /]
3 // 80 %&/ |
7 // \ A id 1000 ——— __—,‘fﬂ'; S !
; N = :
A pd 500 — A
\ . &)
A_A 5 /4 p. h .\,\QS.
\\\ £ Iy Paramster (Al )
1A et U6V
N\, = W0 160
\\ //, ,_/V/ | ra
\ | 30 50 /
2 ey B = | 4 ] |
7 - - — Zlo - J
B ) J
LslAl [ i, 0l
720 | 80 | 40 2 3 4 5 & 0 2) 40 80 80 8 (6] 100
37/— —UCf[V/ Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
o Mittlere Kennlini
0,2 ere Renniinien
7 .T } fir 0a = 25°C GC 103
U =1V
1 ~Uge (VT Y1 (OC 870)
Verwendung
Transistor fiir Vor- und Treiberstufen in NF- Gc 115
Verstdrkern
| (OC 815)
H 7 H— — ) ———
Abmessungen _ .
Kithlksrper wird auf freitragenden Transistor gestreift. K< : O —t—
Verlustleistung mit Kiithlkgrper 120 mW ': LUJ E‘-—-ﬁ_: —¥
Gehduse: ~ TO 18 S
Wiérmewiderstand P___—:_ = ,._"}'- -
o om = X%
th < 0,43 mW !_— :. $_ }
e L
Zuldassige Hochstwerte (fur 9o = 45°C) .
-Ucso =20V —lc = 50 mA 84 =75°C
—Uggo = 10V le =60 mA a =65°C
~Ucer =20V —lg = 10 mA
bei Rse = 1 k()
~Uper (V]
25
- |
20 ;
flip Gy = 45°C
7 AN : I
N
\\
10 N
5
g 2 3 4
0 0 0% Ree(R] 10°
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GC 115  Kennwerte Gir6a =25°C—5grd)

OC 815
( ) Kollektorreststréme
~lcego= 1,56 < 15A bei =Ucs = 6V
~lceo = 105 < 600 uA bei —Uce = 6V
~lcer = < 250 uA bei —Uce =20V, Ree = 1kQ
Emitterreststrom
~leso = 10 << 100 pA bei =Ugs — 10V
Grenzfrequenz in Basisschaltung
fh2ib == 0,5 > 0,3 MHz bei —Ucg — 6V, —lc = 2 mA,
fm == 0,3 MHgz, fo — 1 kHz
RauschmaB
F—9<25dB bei —Uce = 1V, —lc =1 mA,
fM — 1kHz, A4df=1kHz, Ry — 500 Q
Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei —Uce =6V, —Ic =2 mA)
h11: = 0,7 < 3 k(D
hige =— 4 -10~4 < 30 - 10—
hote = 10 1. .22
h22e = 60 < 300 1S
Bastellbezeichnung fiir einen Transistor der Stromverstarkungsgruppe 10 . . . 22
Transistor GC 115
~igg '
T InATH T T T T [}147[ 7
» ~Ip= Parameter [‘UA], 10000 v —
0 I A700 ’
P e 8 —/ 4
; [ L /}/, o0 5000 4 ) d
] e BT / V4
2 et / /|
Uiy N1 LT | L0 4 /
(H3 ) o ‘/
N 0 TN L~ L 500 & /
AT — 480 54 /
” g = [ 400 / X
\, 8T A B I i R S Vg & e~ 6V
5 AT T L — =1 300 7 ;‘
A= T TS | 250 4 7
N\ T LT b 200 | g /
4 = - — /
: . /
AN 50 /
- 0 4
_I[_ g%]] 4-(|]0 200 2 4 6 8 n 2 14
g ~UelV]
005 CE
T | 0 25 35 45 55 65 &6 7
-UL‘E= v |07 Mittlere Kennlinien 7
¥ fir 0« = 25°C Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
/)‘795‘




Verwendung
Transistor fir Vor- und Treiberstufen

Verstdrkern

Abmessungen

Kiihlkdrper wird auf freitragenden Transistor
Verlustlelstung mit Kuhikérper 120 mW

Gehduse ~ TO 18

Wadrmewiderstand

grd
R < 0'43\m_w

in NF-

gestrelft.

Zuldssige Hochstwerte (fur 8. = 45°C) E——
-Ucso =20 V ~lc = 50 mA 9 = 75°C
—Upo = 10V 80 = 65°C
—Ucer = 20V —lg =— 60 mA
bei RE=1kQ : —Ip = 10 mA
-UpealV]
25
20 "‘
fiir Gy = 45°C
15 ~
w\
0 S
] 5
0 2 3 4 k)
0 10 10 /?55[32] 0
Kennwerte (fur #a = 25°C — 5 grd)
Kollektorreststrome
-lceo= 2 < 15pA bei -Ucg = 6V
—lceo = 210 < 600 pA bei ~Uce — 6V
~lcer < 250 pA bei —=Uce =20V, Ree = 1 kQQ
Emitterreststrom
—~leeo = 12 < 100 pA bel —Ues =10V
Grenzfrequenz in Basisschaltung
fh2tb = 0,6 => 0,3 MHz bel —Uce =46V, -lc =2m A
fMm =03MHz, fo —=1kHz
RauschmalB
F—=6,1 < 25dB bei —Uce =1V, =lc = 1 mA,
fm — 1 kHz, Af = kHz
Ry = 500 QQ
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GC 116
(OC 816)



GC 117
(OC 817)

Vierpolwerte in Emitterschaltung

hite — 1 << 3kQ
h12e = 5104 < 30 -
h22, = 70 < 200 pS
h2te — 18. .

27. . .55

45 . . .88

= 72

10 4

n

(bei =Ucg — 6V, —~lc

. 33 Stromverstdrkungsgruppe a |

b n
i
d 1

== 2 mA)

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor der Stromverstarkungsgruppe 45. . .

Transistor GC 16¢

88

- Verwendung

Rauscharmer Transistor fiir NF-Vorverstédrker

Abmessungen

Kiihlkérper wird auf freitragenden Transistor gestreift.

Verlustleistung mit Kihlksrper 120 mW

Gehduse ~ TO 18

Warmewiderstand

grd = i -
Rim < 0,43 m—\ﬂ‘ —
— 00—
Zulassige Hochstwerte  (fur #a = 45°C)
-Uctco =20V —lc = 50 mA # = 75°C
—Ugto=— 10V le — 60 mA Ve — 65°C
~UCer =20 V —lg = 10 mA
bei RBE =1 k()
~Uper (V]
25
20 =
fiir G, = 45°C
a
15 AN
N
N
10 .
5
07f2 3 %
J 0 10 Roe (2]
Kennwerte (fir #c — 25°C — grd)
Kollektorreststrome
—lceo == 2 =< 15uA bei —-Ucs — 6V
—Iceo —= 210 <C 600 A bei —Uce 6V
—Icer = 250 uA bei —Uce — 20V, Ree — 1kQ
Emitterreststrom
—leBo — 12 < 100 pA bei —Ugg =— 10V

6°
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Grenzfrequenz in Basisschaltung

fh21b = 0,6 > 0,3 MHz bei ~Ucg =— 6V, —lc = 2 mA
fm — 0,3 MHz, fo —1 kHz
Rauschmaf
F—=4<10dB bei =Ucg =1V, —lc — 1 mA
fm =1 kHz, Af =1 kHz
Rg —500Q

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei —Uce -~ 6V, —lc =2 mA)

hite

h12e

h2ze -

h21e

1< 3kQ
— 5-:10 1< 30-10 ¢
70 < 200 1S
18 . . . 33 Stromverstarkungsgruppe a |
27 . . 55 . b Il
45. . .88 " c 1]
> 72 d 1

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor der Stromverstiérkungsgruppe 45 . . . 88
Transistor GC 117¢
~I.[mA] ] / L~
R Legg ) 4 v
% 3 (uA] /
- I = Parameter [uA] 300
1% \ S 10200 ,/
A;_,— 275 " 7
2 C l/, L 250 ~ 4 A
- /’ 7
Y= TV LA | \L— /j l/// 225 5000 qp‘\/ -
0 L ——‘__,-—' "—___, 200 %égl' §‘
N\ 8= X 1 1 17 /, -&‘Q}é
\ - L AT\ L L 750 )
N\ | e ] 125 eV
] et ST 00
- el _———1‘"” 1000 -/ I/
\‘ 4 :——-——"""—- e 75 7/
A\, 50
\ 25 500
- a_ 4
:I [300] 20 | 100 2 4« 6 & W 1 H /
"uIA } 0'05} “oelV] 20 -
! % 35 45 55 65 W] 75
Y1V i Mittlere Kennlinien fir 9a = 25°C 4
j e Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
075
~
- GC 116
_UBE[V]i
| GC 117
(OC 816)
(OC 817)

18



GC120
(OC 820)

Verwendung

Transistor fiir Treibérstufen in NF-Verstdrkern und fiir NF-Endstufen

kleiner Leistung

Abmessungen
Kuhlk8rper wird auf freitragenden Transistor

gestrelft. Verlustleistung mit Kiihlkérper 120 mW P53
‘|

Gehduse ~ TO 18

Waidrmewiderstand

grd

R < 0,43 W

grd
R < 0,165 <,

(Sperrschicht-Gehduse)

Zuldssige Hochstwerte  (fur 9o — 45°0)

~Ucso = 20V —lc == 150 mA 0y =75°C
-Ugeo = 10V IE — 165 mA fta == 65°C
—Ucer =20V -8 = 50 mA
bei Rege — 1 k()
~Uper V]
25
20 T
Fiir Gy = 4596
15 ™
N
0 SIS
5
0 Z :
0 g 0% Rpel8]

Kennwerte (fur 8o = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—lcego=15< 15 pA bei —Ucg — 6V

—lceo =105 << 600 pA bel -UcE = 6V

—Icer < 250 pA bet -Uce =20V, Ree =1 kQ
Emitterreststrom

—lggo = 10 < 100 pA bei —-Usg = 10V

Kollektorrestspannung
Uecs == 0,44 < 0,55 V bei —Ic = 125 mA

Gleichstromverstarkung
—lg =05. . .1mA bel =Uce — 6V, —=lc =10 mA
—Use=10,22 < 0,25V
—lg —8. . .15 mA bel =Ucge = 0,7V, -lc = 125 mA
—-Use=—10,44 < 0,55 V

109
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Grenzfrequenz in Basisschaltung

fh2ib = 0,5 > 0,3 MH: bei -Ucg = 6 V. -lc =2 mA
fMm — 0,3 MHz, fo 1 kHz

Rauschmaf}
F -9 <= 25dB bei -Uce 1V, —~lc — 1 mA
fm - 1 kHz, A f—1 kHz
Rq 500 Q

Bestzllbezeichnung fiir einen Transistor

Transistor GC 120

s
-I;[mA] HEEEEN 5000 —~
90 - Iy = Parameter (mA] P
80 Lt 50_| 4 ///
I |
“Upe=1V 45 ] ,/ /
CE 70 E——— T & /
= - 40— %
60 =] ' Vi
735 | w0 /7
\\ S, e | V4 y4
50 o ———— 307 /-
e /
NG 4 25 Wy 7
20 / / “Upg 6V
30 T 4 / Rge * 12
N by L d
10_ /
|
AN 05| /
-IglmA] , A} | A
4 3 2 1 | 17 2 3 4 5 6 7
01 ~Uee V] % F] 4 55 8 %) 7
l— -UCE. 1% a Mittlere Kennlinien fiir la =25° C Kollektorreststrom als Funktion der
- Sperrschichttemperatur
—T | 13-
| Il
04
_Ugf[V]-'

Verwendung GC 121

Transistor fiir Treiberstufen in NF-Verstdrkern 450 (OC 821)
und fir NF-Endstufen kleiner Leistung.

Abmessungen nB53| T -
Kithlk8rper wird auf freitragenden Transistor | :
gestreift. Verlustleistung mit Kithlkérper 120 mW o N : -

Gehduse ~ TO 18 | : P OLE

Widrmewiderstand

grd
R = 0,43 W
grd
mW
(Sperrschicht-Gehause)

Rini - 0,165

20



Zuldssige Hochstwerte  (fur 0o = 45°0)
-Ucso =20V -lc =150 mA % = 75°C
-Upo = 10V IE =165 mA $a = 65°C
-Ucer =20V -Ip = 50 mA
bel Ree =1 k()
~Uper V]
25
—
20 5 -
fiir By = 45°C
15 ™
\\
N
10 ~
5
0 3 4
10 10 0 Ree (2]
Kennwerte (fir 9« = 25°C — grd)
Kollektorreststrome
-lceco= 2< 15A bel -Ucg = 6V
-lceo = 210 < 600 pA bei -Uce = 6V
-Icer < 250 pA bei ~Uce == 20V, Rge =1 k()
Emitterreststrom
-leso — 12 < 100 uA bei -Uga =10V
Kollektorrestspannung
Uecs = 0,44 < 0,55V bei -lc =125 mA

Gleichstromverstdrkung

- =02 <05 mA bei
-Use = 0,22< 025V
-l =35 < 8mA " bel

-Use =— 0,44 < 0,55V

Grenzfrequenz in Basisschaltung

fh21tb == 0,6 > 0,3 MHz bei
RauschmaB
F=7<25dB bel

-Uce =6 V, -lc —10mA

-Uce =07V, -lc =125 mA

—Uce =6V, —lc —2mA
fM == 03 MHz, f, —1kHz

~Uce =1V, —lc == 1 mA
fM — 1 kHz, At —1 kHz
Rg =500 Q)

Dle zu einem Paar zusammengesteliten Transistoren sind wie folgt ausgewdhlt:

—='§. Vi —lc

=07V;

—Uce

—Uce —lc

Br 25 (lgy >
B2 =1 (IB+ B2)

=— 10 mA und
—125 mA

Die erforderliche Basissucherspannung —UBg betrégt bel

—Uce = 6V;
—Use < 150 mV

—lc = 1,5 mA

10°



Bestellbezeichnung fiir einen Transistor

Transistor GC 121

ot Teen ”
-~ N D
et & ;
] — 225 d
- = l W A
\ } AN <
\ 7 EBEEEE . , /
175+ ’ "
\ [ L ’ \\/
\ [60 1 7,|5 7000 %&3‘3 -
\ |50 T | | . A //
o | ) . i —
pe= 1V - ~Lp= Parameter (mA] = — L7 7 Uge =6V
0 : =70 / / e
l — —T T 1 ik
! | /
\ |
20
\. /]
n w7
Ll
L 21 7] | 1 2 3 4 §5 6
i |-7V }' L % 2 4 - 55 &5 B[] %
(13 °
0 Mittlere Kennlinien fiir 8o = 25°C Kollektorreststrom als Funktion der
T 2[]3 Sperrschichttemperctur
— )3
|
|
a
~Upe (VI

Verwendung Gc 122

NF-Transistor und Transistor fiir (OC 822)
30 V-Schaltanwendung

232
N H
Abmessungen | A R
Kiihlkérper wird auf freitragenden Transistor ge- | :':J"‘:-'-:»-
streift. Verlustleistung mit Kithlkérper 120 mW rl = 20 pe i o e——met
K |~ __ ¥
Gehduse ~ TO18 B L. I 3
E % 4
57 P 045
. - "'r‘
Wiarmewiderstand e
13
R ord
th < 043 A0

grd = == ‘w3
Ru << 0165 35 i — W 1

(Sperrschicht-Gehduse)

H ~30 >
Zulassige Hochstwerte  (fur 9« — 45°C)
—Ucso — 30V —lc = 150 mA % = 75°C
—Uggo —= 10V —lc = 250 mA e — 65°C
Il == 165 mA
—Ucev — 33V —lg = 50 mA

bei Uge =—= 01V

22



Kennwerte (fur %« = 25°C — 5gd)

Kollektorreststrome

~lceo = 2< 15 pA bei —Ucs = 6V

—Iceo = 200 < 600 pA bet —Uce — o6V

~lcev = 8 < 30pA bei —~Uce — 33V, Use =01V
Emitterreststrom

—leBo = 15 < 100 pA bet ~Uss — 10V

Kollektorrestspannung

Uecs — 0,44 < 055V bel —lc — 125 mA

Gleichstromverstérkung

—lg =3 < 8 mA bei —Uce — 0,7V, —lc¢ — 125 mA
-Uge == 0,44 < 0,55V

Grenzfrequenz in Basisschaltung

fh2te — 0,5 > 0,3 MHz bei —UcE = 6V, —lc = 2mA
™ = 03MHz, fs — 1 kHz

Bestellbezelchnung fiir einen Transistor

- Transistor GC 122

Verwendung

NF-Transistor und Transistor fiir
60 V-Schaltanwendung

GC 123
(OC 823)

Abmessungen

Kuthlkdrper wird auf freitragenden Transistor ge-
strelft. Verlustleistung mit Kithlkérper 120 mW

—%P53

Gehduse ~ TO 18 g !
E

Widrmewiderstand

grd
Rh < 0,43 "

W I
R < 0,165 W E—_——
(Sperrschicht-Gehduse) - —_j

Zulassige Hochstwerte  (fur 9. = 45°C)

—Ucso = 30V ~lc = 150 mA % = 75°C

—~Upo — 10V —lc = 250 mA d4a = 65°C
le — 165 mA

—Ucev = 66V —I8 = 50 mA

bel Use = 01V



Kennwerte (fir 8o = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—~lcgo = 2 < 15 pA bei —Ucg = 6V
~lceo = 180 << 600 pA bei ~UcE = 6V
~lcey == 15 < 30uA bei —Ucg =66V, U — 01V

Emitterreststrom

-leeo = 12 < 100 uA bei ~Uss — 10V

Kollektorrestspannung

Ukecs 0,44 < 0,55V bei —lc — 125 mA

Gleichstromversttirkung

~l - 4 < 8 mA bei —Uce == 0,7V, —lc = 125 mA
-~Upe = 0,44 < 055V

Grenzfrequenz in Basisschaltung

Il

6V, —lc = 2 mA
03MHz, fo — 1kHz

fh2tb — 0,5 > 0,3 MHz bel —Uce
fm

I

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor

Transistor GC 123

[ -I,(mA]
L 60
T A “ias GC 122
L | 1 50 | GC 123
] A 43
| T S i (OC 822)
| R ’
N TR
TN o0 ,,.: =20
U=V - el
i .cl | » =I5~ Parameter [mA]-/L" 1
\40_,__.- = =075
e |
( 20\ 02
| -0,|Z5_
[ 6 14 |2 4 8§ 12 B 2 % 28
[ eV 0/ Mittlere Kennlinien fir 94 = 25°C
- 031
[
loel V]
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GF 100
(OC 871)

Verwendung

HF-Transistor fiir ZF-Verstérker in AM-Empféngern

Abmessungen

Bauform A1 nach TGL 11811
(= TO18)

Waérmewiderstand

grd
R < 1 mW

Zuldssige Hochstwerte  (fur ta = 45°C)

—Ucgo = 15V - ¢ = 15mA i = 75°C
—Ugso = 10-V le = 20mA Ve == 65°C
’ B == 5mA

’Ucm["/-}

/4

8

14

12 ‘\\\ —a By =25°C

10

8 By =45
% 6

4

&

A 0% 103 0% Reel@] 105

Kennwerte (fur9a = 25°C -5 grd)

Kollektorreststrome
—lcgo = 1,5 < 10 pA bei —Ucg = 6V
—lceo = 50 < 500 pA bel —UcsB — 25V
—lceo = 85 <800 pA bei —Uce =— 6V
Emitterreststrom
—leBo — 50 < 500 pA bai —Ugg -— 15V

Grenzfrequenz in Basisschaltung

fte2tk — 5 > 3 MHz bzi —Ucg = 6V, Ic == 0,5 mA
fm — 3 MHz, fo — 0,1 MHz

RauschmaB bei 0,5 MHz

F=6 < 15dB bl —UcE =6V, -k =05 mA, Ry =1kQ
fm — 0,5 MHz

25



Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei ~Uce — 6V, -Ic - 0,5 mA
fM = 0,5 MHz2)
gl1e 0.5 S 1.4 mS
€11 330 < 1000 pF
9120 - 3 < 7 uS
€12 = 7 < 14 pF
Yora |z~ 175 > 13 mS
922 = 30 < 50 uA
Cme = 25 < 50 pF
hare 70 > 20 (bel fM — 1 kHz)
Bestellbezeichnung fur einen Transistor
Transistor GF 100
T -
I, [mA] ([fﬁﬁ'}
0 10000 Z -
B =30mw-
vig
U-Faramter V11 \ 27 ™ T //
~Upe=Parameter ; o
il 8 NP %\w“f? /
_ /"
'3: 7 A \\ /‘ 80 // ' /
PANAYS 1000 i ——
( / A N Z ~
N\ 6 o 500 &
B \ \ A . N [‘@
STTTH A N\
\ pa ~Ig=Parameter [yA] : '
\ : 4 /’ < 9 _U[;E'gy
\I1; - | "WET=F
\ L~ = S 4
- > 0 /
N\ 2 P el 30 o
Y| == I e I el
N1 0
}'—[a[/m] | N | ,
~Trz0 [ a0 | 40 T 2 3 4 & 6 0 20 40 60 80 4[]
L 01/ _UL‘E[VJ Kollektorreststrom als Funktion der
/bZ' Mittlere Kennlinien fur %o == 25°C Sperrschichttemperatur
bl |
~Uge =1V b3
_IUBE[V]_\
Temperaturabhéngigkeit der Parameter:
13 12 T
12 11 L
Caz¢
Al 0
10 09
\/y;,,/
09 08 S
1
220
08 07
2% 35 4[] 25 35 45 ‘&,[b )
| .
DYate D = £ (D) o Cme = £ (8

26
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GF 105
(OC 872)

13
12 -
12 /cue
, 0
11 — e
08
4’0}13 \
10 \
08 ,
08 \@z‘c
04 "
o % 35 a5d[C] % 3 45%[°]
1 1
e W$Cite = 1 (B 91.29' Cize = f ()
Verwendung

HF-Transistor fiir Misch- und Oszillatorstufen im Mittel- und Langwellenbereich

Abmessungen
25—
Bauform A1 nach TGL 11811 B Q .
(~ TO 18) 057 BOLE
h 5.5; -
Warmewiderstand
rd
R < 1 i—w
Zulassige Hochstwerte  (fur ta — 45°C)
—Ucso =" 15V —lc = 15 mA h = 75°C
—Uggo == 10V le = 20 mA %« = 65°C
—B — 5 mA
‘UcER[V]
18
6
14 ~
\\ .
2 T %
Py
10 —
8 By = 45
6
4
2
0’ 102 108 0% Rge(@] 10°
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Kennwerte  (fir 0. = 25°C - 5 grd)

Kollektorreststrome

-lceo - 1,5 <~ 10 A bei —Ucg — 6V
Icto 50 = 500 uA bei - -Ucs 25V
Neie) 200 = 800 nA. be!  Uce - 6V

Emitterreststrom

leBo —= 50 < 500 nA bei  Ues 15V

Grenzfrequenz in Basisschaltung

fhzib - 10,5 > 7 MHz bel —Uce = 6V, —Ic — 0,5 mA
(Y] 7 MHz, fo - 0,1 MHz
RauschmaB in Mischschaltung bis 2 MHz
F 11 < 20 dB (bei -Uce -6V, —lc =05mA, Ry — 1kQ),

fM — 0,5 MHz)

Vierpolwerte in Emitterschaltung  (bei —Uce =6V,

—lc = 0,5 mA, fM =2 MHz)

911e = 0,7 < 3,3mS
€11 = MO0 -- 250 pF
912 = 2 = 5 uS
Cl2e = 7 < 14 pF
Y21e = 16 = 10mS
92 = 130 = 250 uS
C2e = 29 << 35pF
h2te = 110 > 20 (bei fM = 1 kHz)
Bestellbezeichnung fiir einen Transistor
Transistor GF 105
L f ~I;[mA] [ [ T1] ] ['Icfo
L1 2 AL 10000 : —
} v /% = 30mW /:
‘I'—_'J_ ‘ ’ . 7 A
= Upe=Farameter{V] | \ ~Iy=Parameter {A] 5000 %{\/] /
| L \ A
T \ L7700 i /
7.? |74 ‘\ ,1/ 4
S \[ LA 4 1000 AR
‘ 72 1 80 ,\Q\;‘\
W P\ T - /{l\“
E P = 500 4
|\ W Ve A //
\\\ g \ 0 y
N ~Upe = 6V
W — Bl W= e
"1 L1
L — i
\‘4 4_/:'—_‘__—— 3{7 | 50
- 2\ e —— ] 210
Tl luA] V 7?—
“Tou - 10
| {240_1 760_| 80 T2 3 4 5 6 0 2 40 ] 80 8;[°C] 100
r 071 e[V
} - : Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
: Mittlere Kennlinien fiir 1a = 25°C
'U[;E=7V /lﬁ{ﬂ
_lugf[l/l.]—l
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Germanium - pnp - Drifttransistoren

Verwendung

H!:-Trcmsistor fir Vor-, Misch- und ZF-Stufen im MW- und LW-Bereich

GF 120
(OC 880)

Abmessungen

Gehduse ~ TO 18

Warmewiderstand

grd

R < 0,6 oW

Zuldssige Hochstwerte  (fur 9. = 45°C)
—Uceo =25 V —lc = 10 mA % = 75°C
—Uego = 05V E = NTmA 8 = 65°C
+g = 1mA
Ry
—Uce = 15V
fuir ein Verhaltnis der Widersténde
Re Ry - Ry
Re < 50, wobel R = Ri-FRs < 100 k()
zu wihlen Ist
R Re
Kennwerte  (fur % = 25°C —5grd) Fur GF 120 — GF 122
Kollektorreststrome
—dcso = 4 < 75pA bei —Ucs = 6V
—lcer = 20 < 100 pA bei —Uce = 6V, Ree = 33k

Kollektor-Basis-Spannung
—Uceo = 25V bet —Ic = 100 pA

29



Emitter-Basis-Spannung

—Ueeo = 0,5V bei —le = 100 pA
Ubergangsfrequenz
fr = 30 > 10 MHz bei —UcE. =6V, —lc = 0,5 mA

Vierpolwerte in Emitterschaltung  (bei —Uce = 6V, —Ic = 0,5 mA, =2 MHz)

Iite

IA

1 mS
€11e =100 < 175 pF

9i2e < 548
€12 — 5 < 19pF
Yote | = 17 = 10 mS
922¢ < 20 uS
Coe = 5 < 15pF
h21e = 50 (f = 1 kHz)

Bestellbezelchnung fiir einen Transistor

Transistor GF 120

Verwendung

HF-Transistor fiir Vor- und Mischstufen im KW-Bereich bis 8 MHz

Abmessungen

Gehduse ~ TO 18

[¢—10 —pe— 14201 —x
63

Kollektor Emitter 857

Warmewiderstand

ord
mW

R(h < 0[6

Zuldssige Hochstwerte  (fir 0. = 45°C)

—Uceo == 25V —lc = 10 mA ¥ = 75°C
—Ueeo = 0,5V lE = 11 mA ta == 65°C
+lg = 1mA

30
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~Uce = 15V
fir ein Verhéltnis der Widersténde

Rs R R (Siehe Selte 29)
Re < 50, wobal Rz = R R, < 100 kQQ

zu wdhlen ist

Kennwerte  (fir 9o = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—lcso = 4 < 75 |.lA bei —Ucg — 6V
—lceR = 20 < 100 pA bet —Uce == 6V, Ree = 33kQ

Kollektor-Basis-Spannung

—Ucso > 25V bel —lIc = 100 pA

Emitter-Basis-Spannung

—Ueeo > 05V bei —lg = 100 pA
Ubergangsfrequenz

fr = 50 > 25 MH:z bei —Uce = 6V, —Ic = 1mA
Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei —Uce =6V, —c —1mA, f =10 MHz)

911 = 2 < 4 mS

¢y1e =100 < 175 pF

9120 = 40 < 100 uS

C12¢ = 4,5 < 6PF

[¥210|= 32 > 22mS i

922 = 30 << 100 uS

C2e — 6 < 12 pF

h2te == 50 (f =1 kHz)

Bestellbezelchnung fiir elnen Transistor

Transistor GF 121

31



Verwendung

HF-Transistor fiir FM-ZF-Verstérker

Abmessungen

Gehduse ~ TO 18

Wdrmewiderstand

grd
R < 06 W

Schirm—{§%3 \25 -E;
/ y L 9045
Kollektor Emitter . #5,7 o

1;:"—-1 Ews lk‘io—uvmwn—u,

Zulassige Hochstwerte (fur 8. = 45°C)

—Uceo = 25V —Ic = 10 mA % = 75°C

—Ugeo =05V le = 11 mA $a = 65°C

+g = 1mA '

—Uce = 15V

fiir ein Verhditnis der Widerstdnde

REgs, wobel B_R1—|—R2 < 100 kQQ (Siehe Seite 29)
Kennwerte (fur 9o = 25°C —5 grd)
Kollektorreststrome

—lcgo = 4 < 75pA bel —Ucge = 6V

—lcer = 20 < 100 pA ‘bel —Uce = 6V, Ree = 33 kQQ
Kollektor-Basis-Spannung

—Ucso > 25V bel —lc = 100 pA
Emitter-Basis-Spannung

—Ueo = 05V bei —lg — 100 pA
Ubergangsfrequenz

fr = 50 > 0 MHz bel —Ucg = 6V, -Ic = 1mA

32
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Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei —Uce = 6V, —Ic =1 mA, =10 MHz)

Iite 1,8 = 25 mS
Cite =- 105 < 175 pF
92 —— 33 < 67 S
Ci2e 4 < 5pF
Y21e 33 > 28mS
922¢ 25 < 50 uS
Co2e 6 < 10 pF
h21e - 50 (f == 1 kHz)

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor

Transistor GF 122

[ ~I; [mAJk . —1 100 5000 j
7\ 5 Lt . “oeq / /|
{ [uh] 4
\ ~Ig=Parameter [jiA] 7 /
L] / /
-U,;E-Para‘molv/' wl /| /
\t 4 ) =i 80 /l /
T 1000 L/ /
7 & &
v SA T -
AT i
e /
\ 9 . ~Upe= 6V
Rar =
\ 40 wf il _
V4 ]
\ a =
! w7
J 4
/ ]
_TpluAl % 3 4 ‘
“lwlewlwl] 7 2 3 4 5 6 v
a1 _UL'E[V] Kollektorreststrom als Funktion der
| E Sperrschichttemperatur
02/ Mittlere Kennlinien fir §a = 25°C
=Upe=TV
be 13
~Uge (V] ¥

GF 120
GF 121

GF 122

(OC 880)
(OC 88)
(OC 882)
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Germanium - pnp - Leistungstransistoren

Verwendung

GD 100 Leistungstransistor fiir NF-Verstarker

(OC 830) _puz__ 4—10—¥ Kollektor

Abmessungen | am Gehduse

ol

Wadrmewiderstand

grd

Rini << 15 W

(Sperrschicht-Gehéguse)

Zulissige Hochstwerte (fur da — 45°C)

-Ucso — 20V Ac 1,3>A % — 75°C
-Ueso 10V 13 1,5 A ¢ = 65° C
—Ucer 18V - -ds — 02A ’
bel Ree — 100 QQ
0]
0000 2
)
(A] /7 2 Say »
Ry T~ | fiir 9y = 45°C
& 15 s
N N
%QQ’/ / N
N
10000 7 1/ 70 .
;. y
5000 // - g
£ «\é\ 0
AV S U =6V o’ w* 05 Reelo] 1
(%3
1000 A : |
rd
] | ! )
50 7 25| F=50cm*— F-100cm® Kihlblechs, Alu 2mm,
7 74 @ vertikale Lage, blank.
20 A & Jsoligrung, Pertinax-
X “ ~J N & ’ |
= S ONN N scheibe 01mm.
10 15 Ny —|— dinekts Mont
0 2 w0 60 TRt IV SO NN 1rents rioniage
S F= 256m% SRR NS e T —isolierfe  »
Kollektorreststrom in Abhangigkeit & 10 Y
der Sperrschichttemperatur :§ - ~—
S WOr— "=
A ohne Kzlzhlf/ache
0
20 30 ] 50 60 70 80

Umgebungstemperatur 8y [°C]



Kennwerte (fur 9o = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

-lceo = 20uA < 30 A

Jlceo = 350 uA < 1000 pA

~dces = 50 pA < 100 pA
Emitterreststrom

lso — 150 uA < 500 pA

Ubergangsfrequenz

fr ~=. 100 kHz > 60 kHz
Restspannung

-UcEsaa = 0,40V < 0,50V

Gleichstromverstdrkung
—ls = 5. . .10mA
—Usg — 0,35V < 0,44V
g = 36...62mA

--Usge = 060V < 07V

bei —Ucs
bei —Ucke
bel —Uce
bei —Ues
bel —lIc
-Uce
bel —Ic
—ls
bel —lc
bel —lIc

= 6V
= 6V
= 6V

=10V

1A -
= 120 mA

— 100mA, —Ucg = 6V

— 500 mA, —Ucg — 2V

Bestellbezeichnung flr einen Transistor

Transistor GD 100 TGL 200 — 8240

-L[A] Ig" IPU/'ltZMBIer [mA]
10 40
= |35
\ L L 30
% - ===t 25
1
3%
06 \ 5
\\
A
04 — JQ —
’ hY /%‘4E=2W
02 N 15
[~
0 2 4 6 8 1 2 M-UV]
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“Ue=2V -
GE = <Y 'Ic[AJ IgﬁﬂA] 80 W 20 0
10
\
08 02
\ /
\\ ' // 04
~Upg=2V

04

\n 06
02

08

_]'EﬁnA]go w2 0 -UL‘E[V]

Mittiere Kennlinien fur 4o = 25°C



Verwendung

Leistungstransistor fiir NF-Verstarker, Regel- und Steuerzwecke

Abmessungen

GD 110

10— Ko

llektor

am Gehduse

(OC 831)
=
®1
Warmewiderstand
grd
Ry < 15 W (Sperrschicht-Gehguse)
Zuldssige Hochstwerte (fir 9. = 45°C)
~Uco =— 20V —Ic - 1,3A — 75°C
--Ueeo 0V Ie — 1,5A e = 63°C
-Ucer 18V - 02 A
bel Ree 100 Q
- cER[V]
25 10?_000% —
“Lep —
20 ™ " [}‘A]
5 ‘\\ fir %y = 45°C ‘\ | éqy/
~~ &
\\P [N LW Q§
10 ~] 10000 = - 7
5 = Z—/"
5000
— v I ——
o : : S A
0 0 0 ReelR] 10 /7 W Uy =6V
1000
\ | I | I =
25} F=506m*— F=100cm? Kihlbleche, Alu 2mm, 500 ,17
. o vertikale Lage, blank. V4
N BERONNN \Q)%)O__ Jsolierung, Pertinax~
';‘7 NN N % % so/Eibe‘ )1 mm. |
2/ O TN &~ dirckts Montage 0y 2 W o7 20 (6] 100
}3 F=250me ™S N \‘{v » —+~—isoligrte
= 1'0 ~ \ AN ‘Qr/}/oo Kollektorreststrom a!s Funktion der Sperrschichttemperatu
L TSR
S U5 rhe thlflfiche SN
0 T ——
20 30 4 50 60 70 80

Umgebungstemperatur -3, [C]
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Kennwerte (fir 9o = 25°C —5 grd)

Kollektorreststrome
—lceo —= 20 pA
—lceo = 300 uA
—lces — 50 uA
Emitterreststrom
—leBo = 150 uA
Ubergangsfrequenz
fr = 200 kHz
Restspannung

—UCEsat =— 0,35V

Gleichstromverstdrkung

—lB8 < 5mA
—Upe =
I < 42 mA

—Uge =

Paarigkeitshedingung 2 XX GD 110: Dis zu elnem Paar zusammengsastalltan Transistoren fir Gagen-
taktstufen sind wie folgt ausgawdhit: Das Verhd'tais der Basisstréme der einzelnen Tran-

AN IA

=

30 pA
1000 pA
100 uvA

500 pA

100 kHz

< 05V

030V < 044V

055V < 07V

bei

bzl

bel

bei

bei

sistoren batragt bis zum Kollektorstrom von —lc = 1 A
I 1
< 12
I 2
Dabei bzt:dgt auch das Verh&'tnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis zum
Kollektorstrom —lc =— 1 A
Usk 1
UBke 2 s 12
~Iy= Perameter [mA]
-Ig ——.--—700| ’ . \ I &4]
(Al iy \ (]
gl H a0 \
LI T
10 T =2V 10
§ T 6|0 \
\ 70
7
\ - |
a5 I— 30 \
| [Roe=2W i
AN 1 |
\\
\~~
= \
l
0 2 4 6 8 W 2 % -YelV] ~LmAJ160 120 80 4 0

—Uce = 6V
i —Uce = 6V
-Ucg — 6V
—Ueg =10V
—lc = 0O1A
—Uce = 6V
—lc — 1A
—ls — 120 mA
—lc = 100mA, —Uce = 6V
—l¢ = 500mA, —Ucg = 2V

Mittlere Kennlinlen fiir 8a = 25°C

Bestellbezeichnung fir einen

Translistor

Transistor GD 110
TGL 200-8240

-LmAl 160 120 80 4 0

~lpelV]



Verwendung

Leistungstransistor fiir 30 V-Schalteranwendung

G D 1 2 o Abmessungen

"_10 — Kollektor

(OC 832) am Gehduse
g
1
—l3le—
Wdrmewiderstand
grd
Rii < 15 W (Sperrschicht-Gehéuse)
Zuldssige Hochstwerte (fir oo 45°C)
—Ucso = 33V —lc = 1,3A 9 = 75°Q)
Ueso = 0V le 1,5 A o 65°C
~Ucer = 30V g = 02A
bei Ree - 100 )
| | | | 100059, S , .
. 2 ] - — —
FF 506m*— F=100cm? Kahlbleche, Alu Zmm, l%]o —— =
. \% vertikale Lage, blank. v 717 —
AN \‘%”‘o‘ Jsolierung, Pertincx~ @\/ H
> RN R \<c>, » scheibe )1 mm. @Qﬁv/’
A . .
Za \N\\\\ o —— direkfe Montage - /
g N N &, [ drente ontag 2000 £ —
F=256m¢ ™3 \\\\\\\\\ \E ,f{_/} isolierte - 7 Z
~— D D N\ /Q vy a N I
i ] Tha\\% 7T
ofne Kiiblfiache] — < —— S ARVA
| —~~ A
- / i
N W w e n e F—7
Umgebungstemperatur &, [°C] 500 7
/
‘/
100
0 20 40 60 80 $[°C] 100
Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
R
fir By = 45°
[y
-—
'h_yi‘..
' 10? 0% RelQ] W
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Kennwerte (bei %a = 25°C —5 grd)

Kollektorreststrome

—lceo = 18 pA < 30 A
—lceo = 250 nA << 1000 pA
—lces = 40 uA < 100 pA

Emitterreststrom

—leeo = 100 pnA < 500 pA

Ubergangsfrequenz

frr = 200kHz > 100 kHz

Restspannung

—UCEsat = 0,35V < 0,50V

Gleichstromverstdrkung

o |- R— 4 mA< 5 mA
—Uge — 030V <044V
Is < 42 mA

—Use — 0,55V << 0,70 V

Paarigkeitsbedingung 2 X GD 120: Die zu einem Paar zusammengestelitan Transistoren fiir Geger-
toktstufen sind wie folgt ausgswdahit: Das Verhditnis der Basisstréme der einzelnen Tran-
sistoren bet.dgt bis zum Kollektorstrom von —l¢

I 1

< 12
Ig 2

Dabei bet:dgt auch das Verhd'tnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis zum

Kollektorst:om —Ic = 1 A

bei
bel
bei

bel

bei

bei

bei

bei

UEE 1
“Ugg2 — 1.2
-[g = Parameter (mA]
‘Ac | - -700]
7 PENSEEERE;
e ke e e
0t 70
S SRS
\ 5|0
- 4]
05 \
’ Rae=2W
AN —=20
\\
0
|
0 2 4 6 8 W0 12 % -YLv]

40

Mittlere Kennlinien fir 3a

—Ucs = 6V

—Uce = 6V

—Ucg = 6V

—VUpp =10V

—lc = 01V

—Uce = 6V

—lc = 1A

—lg =120 mA

—lc =100 mA, —Uce
—lc = 500 mA, —Uce

= 1

A

‘Ic [AJ

Iy
K]
A

TmAI60 120 &0

a4 0

= 25°C

Bestzlibezelchnung fiir einen

Transistor

Transistor GD 120
TGL 200-8240

-LIAT60 120 80 40 0

02

~UpelV]



Verwendung

Leistungstransistor fiir 60 V-Schalteranwendung

GD 130
(OC 833) Abmessungen

10— Kollektor
am Gehduse

)
_.,;3L‘

Wadrmewiderstand

d
R < 15 g_rw‘ (Sperrschicht-Gehduse)

Zuldssige Hochstwerte (fir o = 45°C)

~Ucso = 66V e = 13 A 9 = 75°C
—Upo = 10V e — 15A e = 65°C
—Ucer = 58V I 02 A
bei Rge = 100 Q2
100
“Ugen
vi
fiir B,=45°C
60 : -
'\k\
w [
20
0
mn? 102 10° Ree[Q] 10*
100000
“Igep =
VN o - N7
25V £-80cm?—~ F<100cm Khibleche, Alu 2mm, F A
o verfikale Lage, blank. &/ X
TSRS NN >, Jsolierung, Pertinax - 0600 ¥ —/é
< NN N% scheibe 01mm a 7~
L > NN L A
o W< < S —r— direkte Montage 5000 V4 4
g AN \ &) Hirerit YA A
5 F=25cm* ™~ NN Ve —T=isolierte ~ 7
S 10 \\\\\ = N, vé/ / /
3 =L SN\ % Vi UGV
= 05 \\J~ ~ { 1000 ya i
= 1 ofine Kiblfldche]  —~—. ] “NSNb e
0 = R 500 7
20 XN W w0 & W & /-
Umgebungstemperatur <%, [°(] :
0y 20 ) 60 80 H[%C] 100

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatu
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Kennwerte (bei o =

Kollektorreststrome
—lcego = 16 A < 30 pA
-Iceo = 250 nA < 1000 pA
—lces = 40 pA < 100 pA

Emitterreststrom

—lego = 100 vA < 500 uA

Ubergangsfrequenz
fr = 200 kHz, > 100 kHz,

Restspannung
_UCEsut = 035V < = 0,50 v

Gleichstromverstirkung

g = 4 mA < 5 mA
Use 0,30V < 044V
B < 42mA

—Usge = 0,55V < 0,70 V

Paarigkeitsbedingung 2 X GD 130

Die zu elnem Paar zusammengesteliten Transistoren flir Gegentaktstufen sind wie folgt -

gewdhlt:

Kollektorstrom von —lc = 1 A

I
2L <2
I8 2

25°C — 5 grd)

bei —~Ucg = 6 V
bei —Uce = 6V
beti —Uce = 6V
bei —~Uce = 10 V
bei —c = 01 A
—lce = 6V
bel —lc = 1A
—lsg = 120 mA
bei —lc = 100 mA, —UcE
bei —lc = 500 mA, —UcEe

=6V

2V

Das Verhdltnis der Basisstrdme der einzelnen Transistoren betrigt bis zum

Dabei betrigt auch das Verhaltnis der Basisspannungen der elnzelnen Transistoren bis

zum Kollektorstrom -lc = 1 A

Usk -
Ugk 2

<12

~Ig= Parameter [mA)

i L+ -700]
AT, Lo
] 80
1'0 T 70
! L 1lsg
| |
\ 5|0
—40
\
a5
y Pg.'f "ZW
= —~—20
~
= 7|0
0 2 4 6 8 M 12 th YtV

42

\ -I;(A]

I

']500,4] 60 120 80 40 ¢
Mitlere Kennlinen fur 8o = 25°C

Bestellbezeichnung fiir einen

Transistor

Transistor GD 130
TGL 200 — 8240

L0 120 80 4 0

02
“Ue-2v| | |f
1 %
/
06
/ d 08
/, J
,l
10
~UelV]



Verwendung

Leistungstransistor fiir NF-Verstarker

GD 150

Abmessungen i d
(OC 835) — e =104 Kollektor
| am Gehduse

Warmewiderstand

d
Rehi S?,S%“ (Sperrschicht-Gehé&use

Zuldssige Hochstwerte (fur 0. = 45°Q)

—Ucgo = 20V Ic = 3A #, = 75°C
—Ugso = 10V le = 36 A le = 65°C
—Ucgr = 18V - g = 0,6 A
bei Rse = 50 {2
Uper
(V] J
20 Sy po -
N~ ur '&g’% C
P"\\
\\ﬁ~~
10
0
17 10? 0% Rge(8] 10
700000 ,
& ) | i -7, — !
c,Ot- f= ZUUcmz—_@naﬁerfe /dea/e'/\’d/v/ung )__ [)u% 7 ~
~ k A /
éz;oﬁ\ Kiblbleche, Al 2 & |
[ariy/) N L u cmm “\’ /
t N O \ vertikale Lage \blank. %@‘9
30 D AN Jsolierung, Pertinax- 10000 AT
~ \ \ \ scheibe (7 mm — >
P, A ~— dirgkte Montage 5000 pi &

™ F=50cm?

Verlustieistun
Do
[

>

T~ ==t isolierte| 7 %“\ ' |
\\\\ QW r J B

|
L (ohne Kiihifldche > A ~Upe =6V
ﬁ_\\ N 1000 . ; (13

R Y 500 &
Umgebungstemperatur &, [°C]

)

100

0 2 4w 60 80 3,(°C] 100

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
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Kennwerte (fir fa = 25° — 5 grd)

Kollektorreststrome

lceo = 30 A =] 50 pA bei —Ucs = 6V
Iceo = 500 pA < 1500 pA bei —Uce = 6V
—Ilces = 90 pA < 150 pA | bei ~Uce = 6V
Emitterreststrom
-0 = 150 pA < 500 pA bei ~Up = 10V
Ubergangsfrequenz
fr = 100 kHz > 60 kHz bei —lIc = 01A
—Uce = 6V
‘Restspannung
~UCEsat = 04V < 06V bei —Ic = 3 A
—lg = 0,6 A
Gleichstromverstdrkung
—l8 = 10. . .20 mA bei —Ic = 200 mA, —Uce = 6V
—Use =04V <07V
—lg  =100. . .200 mA bai ~Ic = 45A, --Uce = 2V
Uge =08V <12V
Bestellbezeichnung fiir einen Transistor
Transistor GD 150 TGL 200-8238
— ~Upe= Paramefter (V] Al 120 80 4 0
- i [
LETL DL " Jy ~I[A] I
1
‘\
~Ig = Parameter [mA] : g2
2 2 ’
| 7
- [ 70 N\
RS AR
o \\ = o4
—1— 60 \ “U[;E=I/
\ 50 \\ il
—] I S ¢ y
7 \ 12 7 |
T [« \ |
\\‘ —|— a0 [ T 06
R
= L1710
6
/3
2 | 08
0 2 4 6 8 W 12 W % -Ug V]l -YelVI0 60 W@ 0 ~Upe LV]

Mittlere Kennlinien fir g == 25°C
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GD 160 Verwendung

ocC (836) Leistungstransistor fiir NF-Verstdrker, Regel- und Steuerzwecke

Abmessungen

Wéarmewiderstand

d
Rii = 7.5 %

=10 Kollektor
am Gehduse

(Sperrschicht — Gehéuse)

Zulassige Hochstwerte (iur 0a = 45°C)

-Ucgo = 20 V —lc = 30A B = TH%C
—Ugo = 10 V le = 36A e = 65°C
—Ucer = 18 V B =06 A
bei Re©e = 50 Q
P~ for
F\ | e 45T 100000
’I::Eo
Emms Q&{QI/
v
S
70000 o ,;/
F, i
G
0 // ’{é
595!1 3 /f ,7'@\\'
v’ 10 10’ 40* LA
RBE['OJ 1000 / ,/
! s, - - -
50 F=2000m*—| @n&ﬁm‘s fdeafeii(uh!ung i; o E
~ L | pE
= on\ Kuhiblechs, Alu 2mm,
& BeP \ AN vertikale Lage, \blank.
?’30\ B PN\ Jsolierung, Fertinax-
g% ¥ N scheibe 071 mm. 100 [°0] 100
£ E\\ \ \ 01mm. 0 2 40 50 80 8 [°%]
2 - P = ——1 direkte Montage
< F=50cm E > =] f-S'l‘Jf‘fﬂl'fEr a Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
= I \&
£ 1010hne Kihifldche RSN <
—ﬁ\‘\- r

NS

0 a0 4 50 60 70
Ungebungstemperatur 9 [°C]

&
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Kennwerte (fir 8 = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—lceo = 30puA < 50 pA bei —Ucs = 6V
—Iceo = 500 pA << 1500 pA . bel —Uce = 6V
—lces = 80 pA < 150 pA bei —Uce = 6V

Emitterreststrom

—lggo = 150 pA < 500 pA bei —Ugs = 10V
Ubergangsfrequenz
. f = 200 kHz > 100 kHz bel —lc = 01A
—Uce = 6V
Restspannung
—UCEsat = 0,35V s 0,6 bei —'C = 3 A
—18 = 05A

Gleichstromverstarkung

—B < 10 mA bei —lc = 200mA, —Uce = 6V
—Upe = 0,35V < 05V
—g < 100 mA bel —lc = 15A, —Uc = 2V

—Upe =075V < 10V

Paarigkeitsbedingungen 2 X GD 160. Die zu einem Paor zusammengestellten Transistoren flr
Gegentaktstufen sind wie folgt ausgawihlt: Das Verh&ltnis der Basisstréme der einzelnen Transistoren
betrégt bis zum Kollektorstrom von —lc = 3 A

IB1

ez < 12 (IB1 > g2}

Bestellbezeichnung fur einen

Dabei betrégt auch das Verh&ltnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis zum Kollektor- Transistor
—l. = 3A ' :
strom 0 Transistor GD 160
BE1 .
Upse ™ < 12 (User > Usez) TGL 200-8238
R=4l -Uye = Perameter [V] “LimA] 720 80 4 0
-Ig= P et A 1 -
LI [ 1 &7| Ig= Parameter [mA] J I [A]
A% \
) ]
b— 11 60 \ 02
2 =50 \ 2
\ | \¢
——T 4
|
VP " / o
+ 20 4
1 1 ‘UL'E=7 /
\ 06
Moot =10
N 4 dg /
12 08
0 2 4 6 8 W 1 % -UgelV] LmA]10 80 4 0 ~Uge VI

Mittlere Kennlinien fiir 34 =_25°C
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GD 170 Verwendung

L ( 2
(OC 837) eistungstransistor fiir 30 V-Schalteranwendung

Abmessungen

10—+ Kollektor
am Gehduse

Widrmewiderstand

Rmi < 7.5 %ﬂ (Sperrschicht — Gehéuse)
Zuldassige Hochstwerte (for Da = 45°C)
—Ucgo = 33 V lc = 3A % = 75°C
—Uso 10V lE = 36 A e = 65°C
“Ucer = 30 V s = 06 A
bsi Ree = 50 VQ
Uee
[vl for
, 45T
30 TR
\_\_
20
10
10" 10* 10° 10*
Ree (9]
50F F=200cm _@nébarfa ideale Kiihlung -[f;f'
L) k. f Vs v
S yof Kiloacho, Al Zmm sA—H-
& e \ AN vertikale Lage, \blank. ";‘é/ /
5‘391\ e < Jsolierung, Pertinax- Q}‘é} 4
£ ﬁ_\\\ \ scheibe 01 mm. 1000 F=F
%2,0 ® F-Wcm;\ \?\:\\\ — df?‘?ﬁ%{bﬂfg@ 5000 e
- I \‘.‘ e » !{ //g
£ 19k ot Kiifliche ‘Q‘; \ TR
N 7
g _g]\ i 10 / A ; -bé.fl gy
20 30 40 a0 60 70 80 >
Umgebungstemperatur Gy [°C] 500 >
10, 20 W 50 8 &) 100

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
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Kennwerte (fur 9a = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—lceo = 25 pA < 50 pA bei Ucs = 6V
—Iceo = 400 pA < 1500 pA bei —Uce = 6V
—~lces = 70 pA < 150 pA bei —Uce = 6V
Emitterreststrom
—leso = 150 pA < 500 pA bei —Ug = 10 V
Ubergangsfrequenz
fr = 200 kHz > 100 kHz, bei —Ic = 01A
-Uce = 6V
Restspannung
—~UcCEset = 035V < 06 V bei —lc = 3A
—-8 = 05A

Gleichstromverstidrkung

—lc < 10 mA
—Use = 035V < 05V
—ls < 100 mA

Use = 0,75 <10V bei —lc =15A —Uce =2V

bei —Ic 200 mA, —-Uce = 6 V

Paarigkeitsbedingungen 2 x GD 170

Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren fur Gegentaktstufen sind wie folgt
ausgewdhlit:

Das Verhd'tnis der Basisstrome der einzelnen Transistoren betrégt bis zum Kollektorstrom
von —lc = 3 A

la1

™ < 1.2 (st = Ig2)

.. Bestellbezelchnung fiir einen
Dabei betrégt auch das Verhdltnis der Basisspannungen der einzelnen Transitoren bis

Transistor
zum Kollektorstrom von —lc = 3 A

Usk: : | Transistor GD 170
e, = 12 Ween = Vo) TGL 200 — 8238

Usk2 e

R =4W ~Upe = Parameter [V] LpAl120 80 4 0
~I;[A] I -Ig=ParameterimA} AN -L.(A]
111% \
1
+—+ 160
2 —|—|—| 50 \\ T2 e
H— 4w
\ —— 3 72 04
1 N 1 U=V /
S ¥ a6
™~
<:'5 _ /(/
2l 17 o 28
0 2 4 6 8 M 12 1 -UelV] -IgmA] 120 80 40 0 ~UgelV]
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Mittlere Kennlinien fiir 9a = 25°C



Verwendung

Leistungstransistor fiir 60 V-Schalteranwendung

GD 180

Abmessungen D43

(OC 838) 110 '_’| Kollektor
am Gehduse
Wdrmewiderstand
R = 7,5 9‘3 (Sperrschicht-Gehduse)
Zuldssige Hochstwerte  (fir 9o = 45°C)
—Ucgo = 66V —le = 3A #+ = 75°C
—Uggo = 10V le = 36A e = 65°C
—Ucer = 60V —lg = 06A
bei Reg = 500
Ucer
[v fur
60 T2 45%
“‘q
. \"‘"‘--—
7y
20
1 ) . | ]
40 10 10 40
Ree 4]
} | | | 100000
50k F-mﬂcmz_@nﬁﬁarfa ideale Kithlung ;Aﬂf? ,
4
e~ .k 3 B
2 40 Kiihlblache, Alu_Zmm, 4 /
N T \ \ vertikale Lage, \blank. ,L.&?/ z
Do SN A Jsolierung, Pertinax- A
g ﬁx'ﬁ\ \ o diaam. 10000 —
"‘E L ~\L g N — ﬂ'f?‘&ﬁ’fﬂ Mmf‘ﬂg& P Il\
2 Fe500m? T T isolierte| » 5000 7 A
£ [ S F 4 78
=10 M{:@l R“ \\ 7 / &
_-*-. rd
0 , T 1000 |1
20 30 4 50 60 70 80 A 7
Umgebungstemperatur &, [°C] 500 /
00
0 2 W 80 80 8,(%] 100
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Kennwerte (fur 9. = 25°C — 5 grd)
Kollektorreststrome

~lceo = 20pA < 50 pA

—IcEo = 400 pA < 1500 pA

—Ices = 60 pA < 150 pA
Emitterreststrom

—lgBo = 150 pA < 500 pA
Ubergangsfrequenz

fr = 200 kHz > 100 kHz
Restspannung

_UCEsut = 0,35 v S 0,6 \'
Gleichstromverstdrkung

-8 < 10mA

—Uge =035V < 05V

—I8 < 100 mA

—Use =075V <10V

Paarigkeitsbedingungen 2 X GD 180. Die zu elnem

bet —Ucs = 6V
bel —~Uce = 6V
bei —Uce = 6V
bel —Upp == 10V
bel —Ic =0,1A
~Uce = 6V
bel —lc = 3 A
—ls =05A
bel —lc = 200 mA, —Uce = 6V
bei —lc = 15 A —Uce = 2V

Paar zusammengestellten Transistoren fur

Gegentaktstufen sind wie folgt ausgewdhlt: Das Verhéltnis der Basisstréme der einzelnen Transistoren

betrdgt bis zum Kollektorstrom von —lc

Ig1

oo =

1,2 {ls1 > lg2)

3A

Dabel betrdgt auch das Verhéltnis der Baslsspannungen der elnzelnen Transistoren bls zum Kallektor-

strom von —lc = 3 A
VBB 2 (s > U
Usez < 1 BE1 BE2
R 4w ~Upe = Parameter [V]
L) 1N 80| -Ig= Paramefer (mA] 1 - [A]
CrT1” \
=11 \
A R L,
| | \8
\\ —— k
\ [
{7 30 2
-+ +20 ]
7 \ 1
_
=+~ 5
2
0 2 4 6 8 WM 12 M -UelV] LAl 80 40 0

50

I

Bestellbezelchnung flir einen

Transistor
Transistor GD 180
TGL 200-8238
A 120 80 4 g
02
Ak
y
"UCE: 7
V/ 06
48

-UBE[V]



ALLGEMEINE EINBAUHINWEISE UND VORLAUFIGE LOTVORSCHRIFTEN

FUR HALBLEITER

Halbleiterbauelemente sind auf Grund ihrer Empfindlichkeit gegeniiber thermischen Uber-
lastungen sowohl bei ihrer Verwendung in Schaltungen als auch bei ihrem Einbau beson-
ders schiitzend zu behandeln. Bei der Dimensionierung einer Schaltung kommt es darauf
an, die Verlustleistung des Halbleiterbauelementes unter Beachtung der Umgebungstempe-
raturen und der angegebenen Kiihlbedingungen in den jeweils angegebenen Grenzen zu
halten. Dadurch wird die maximale Sperrschichttemperatur nicht {iberschritten. Beim Einbau
der Halbleiterbauelemente muB man darauf achten, daB durch die meistangewendeté Lottech-
nik keine duBeren thermischen Einflisse direkt oder indirekt zerstérend auf die Bauelemente
einwirken kdnnen. Weiterhin miissen auch mechanische Beanspruchungen wdhrend des Ein-
baues und der Verwendung in Gerdten, ebenso wie bei der Rohrentechnik beachtet werden.
Mechanische und duBere thermische Uberbeanspruchungen kénnen dazu fihren, daB neben
direkten mechanischen Unterbrechungen der zum Kristall fGhrenden Zuleitungen die her-
metisch abgeschlossenen Halbleiterbauelemente undicht werden, und somit duBere klima-
tische Einflisse direkt oder in absehbarer Zeit auf die Oberflachen der Kristalle wirken
kénnen. Dadurch werden oftmals die Bauelemente so beeinfluBt, daB sie nicht mehr funk-

tionstlichtig in ihren Kenndaten und in der Schaltung sind.

Die im folgenden beschriebenen Einbauhinweise und vorldufigen Létvorschriften sollen dazu
dienen, dem Verbraucher unserer Bauelemente einige Beispiele fir die zweckméBigste Behand-
lung zu geben. Bei Beachtung der allgemeinen Hinweise kénnen daraus technologische Vor-

schriften fiir die Weiterverarbeitung abgeleitet werden.

AuBer bei Leistungsbauelementen werden fiir alle anderen Bauelemente Drahtldngen ange-
geben, die nur bei einwandfreier zusatzlicher Warmeableitung bei Létvorgéngen noch weiter
gekiirzt werden diirfen, wobei darauf hingewiesen werden muf3, daf8 nur bis zu dieser mini-
mal angegebenen Drahtlange eine Verzinnung der AnschluBdréhte von uns gewdhrleistet

wird. Die Temperatur an der Glasdurchfiihrung darf 100 Grad Celsius nicht {ibersteigen.

Wegen der meist vorkommenden Verwendung in Verbindung mit gedruckten Schaltungen
beziehen sich die Anwendungsbeispiele auf solche. Bei andersartigem Einsatz sind die Be-
dingungen entsprechend einzuhalten, ohne daf8 durch die vorliegenden Beispiele die mannig-

faltigen anderen Mé&glichkeiten eingeschrénkt werden sollen.

Es bedeuten:

a = Mindestabstand einer Drahtbiegung von
der Glasdurchfiihrung

b1 4+ b2z = Mindestabstand der Lotstelle bei Létvor-
gdngen ohne zusdtzliche Wdrmeablei-
tung

c = Abstand des Bauelementes von der
Leiterplatte bei Tauchldtung

r = Biegeradius des AnschluBdrahtes (bis zu
1209 nach dem Mindestabstand a

d = Drahtdurchmesser
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Allgemeine Einbauhinweise und vorlaufige Vorschriften

fiir Halbleiter

o oy
Kiihlschelle
o —
o
(T (&)
Platine 3
o L
T | — L
_’_a
mr————1 Lottemperatur und -zeit
| S |
o ! a = 3 mm bei Kolbenldtung bis zu 250° C max 4 sec
I Kiihlschelle b1 = 20 mm bei Tauchldtung , 250° C max 4 sec
| o | ¢ = 1 mm , 250° C max 4 sec
L J

Kithlschelle nach Zeichnungsnummer

e \ o — |t
]
:r—_ ] Q
1

Q - I ] £ \
Lottemperatur und -zeit bei Kolbenlétung bis zu 250° C max 4 sec
a = 2 mm bei Tauchldtung ,, ., 250° C max 4 sec b1 = 20 mm
br = 20 mm o o 350° C max 2 sec

, 200° C max 4 sec ]
by — 15 mm
, 300°C max 2 sec |
_ Kunststoffschraube Jsolierbuchse
Lotose
Hartpapierscheibe ‘
& Q) %
Plating—— i —— Alihlblech
isolisrte Montage
[ ] Stahlschraube
|- —
-Q ————
nicht isolierfe Montage
b = 7 mm (min) Léttemperatur und -zeit bis zu 250° C max 4 sec

bis zu 300° C max 2 sec
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